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１．概要（Summary） 

  フォトレジストの感度と解像性を評価するため、レーザ

ー描画装置 DWL2000 を利用して、3μm ピッチの LS

パターンと、1.5μmホールパターンを描画して、パターン

形状を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

・ 利用した装置 

レーザー描画装置 DWL2000 

 ・ 実験方法 

 ハードマスク層を成膜した Si ウェハー上に、フォトレジ

ストを塗布したサンプルを、レーザー描画装置で描画して、

感度、パターン形状を評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

レーザー描画装置を使用中、ステージ動作不良が頻

発した。ウェハーをステージ上にセットして、センター位置

に移動した際、エラーが発生して、装置を再起動してリセ

ットしなければならなかった。1 枚あたりの描画時間は 20

分であったが、エラー発生による再起動とリセット、再度描

画が可能になるまでに30分弱、所望のパターンを描画す

るために要する時間（20 分）より、装置の停滞時間が長い

状況にあった。効率的な描画が全くできなかった。 

また、レーザー描画した試料を持ち帰り、現像処理した

ところ、特に描画時間が長かった（約 2 時間）試料におい

て、描画部とその周辺領域が減膜してしまった（Fig. 1）。

減膜により、パターンは消失してしまい、所望の評価がで

きなかった。なお、当該問題（露光光の漏れ?）は、京大･

装置担当者様の確認評価では、再現されなかった。 

以上、ステージ動作不良の頻発、描画不良の発生、ま

た、これら問題の対処あるいは原因特定がなされない状

況であったため、当該装置での評価実験を断念した。な

お、同じナノテクノロジーハブである東北大学に同じ

DWL2000があったことから、当該装置を使用して、レジス

トパターニング評価を行った。東北大学の DWL2000 で

は、ステージ動作不良、描画不良は生じることなく、現在、

目的とするレジスト評価を継続中である。 

 

 

Fig. 1  Wafer after 2 hr development.  

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 特になし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 


